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La presente invencidn se refiere a dispositi-

vos de presentacién, y mds en partiouler & los. @isposi-
tivos de presentacidn en que se hace uso de paneles de
gas, »

“En los primitives tipos de dispositivos de
presentacidn por pansles de gas se empleaban disposicio-
nes de circuito bastante complejas para excitar o ali-
menter las numerosas linees de excitaocidn de coordena-~

das horizontales y verticales, Como en ellc intervenisn

- altas tensiones, hacian falta elementos componentes de

“-alta tensidn, y en muchos casos se empleaban transigto

' res de alta tensidn ¥y un transformador por seperado para

‘cada una de las lineas de excitacidn verticales y ocada

_ una de las lineas de excitaocidn horizontales, No era
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- posible emplear circuitos integrados, precisemente por

los requesitos de alta tensién, Por oconsiguiente, el

‘empleo de los transformederes y los trensistores més

costosos daba lugar & un mayor 6oste de manufactura
y entretenimiento, Avn as{, ademds, hebia une falta
de uniformided en la magnitud de la sefiel de excitbe-
cidén por todo el panel,

Las sefiales de excitacién para las lineas
horizontaeles y las verticales de los dispogitives ée
panel por gas deben ser uniformes dentro de un'grado

de precisidn relaiivamente alto, y las caracter{stiocas
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dindmices de todas y cade una de las células deben ser

uniformes dentro también de un grado de precisién relae-
tivamente alto, si se quiere que.tengan 1ugaf selectiva-
mente y ocon seguridad o—fiabilidadilas operaciones de
ineoribir y borrar, A medide que asumenta el nimero de
oé;ulas por unidad de drea en el panel, se hace sentir
la necesidad de une mayor precisién -todavie en las sew

finles de excitacidn aplicadas a las lineas de exeitacién

 de coordenadas horizontales ¥ verticales, La presencia
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~de sefiales de semiseleccidn, pare inseribir y borrar, en

células no seleccionadas, acreciente el probleme a medi

da que aumente la densidad de céiulas en ol panel gaseo-

~ 80, Las seffales de semiseleccidn sonlas aplicadas a to-

das las células de gas de la lfnea horizontal seleccione-
da ¥ de la linea vertical selecoionada, Ia diferencia
de potencial aplicada & la célula de gas seleocionada

para uns operacidn de inscribir excede del potencial de

encendido o ingnicidn de dicha oélula, Ie violenta acti- -

vidad de la descarga de plasme en la océlula geseose selece
oionéda tiende a derramarse o "verterse" sobre las cé~
lules adyacentes, lo oual intensifica la indeseable pe?s--
pectiva dé encendér posiblemente las células contiguas,

¥y en partieular aguélles que reciben une diferencis de
potencial de semiseleccidn, Cuando el impulso derins-

oribir de una célule de gas seleccilonada coinocide en
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el tiempo con la avalancha de sostenimignto de las oélulas

B contiguas, la violenta actividad de descargs de plasma
que tlene lugar en el gas puede modificar, y en realidad
lo hace, las caracteristicas de activacién y desactivacién
5 de las cdlulas de gas afectadas que se hallan cerca, Adew
rmés, el nimero de células en sostenimiento junto a cada
célula osoure dade, y la proximidad de ;as mismes, consti-
tuye ung combinaoiln de variables siempre cambiaente, que
de por resultado diferentes historiales de oéluia J forw
10 nas de los caracteres. Esto hace variable de modo imprede-
" oible lacaracteristica de activacién o encendido de cusle-
: quier céluls dada, y tiende a hacer'vi:tualmenteVimposi-
'-blesllés operaciones selectlivas de inseribir y'borrarf
7-‘Una;§olucién serie la de separar o'aislar mecénicamente
15':{~1as'oélulas de modo que la actividad de la descargé de
."plasma en una de las célu;as no se derreme sobre las célu=
" ;las adyacentes, Ahora bien, esto plaﬁtea'muohos problemas
"""" 4éonicos y egonémicos gl se quiere recurrir al aislemiento
meoénico de cade célule medisnte la forme de construcciln
20 denominade de. "nido de abeja", o en panel. Inocluso el emw
pleo de la construcoidén en pénal no daria sgparaoién o aig .
lemiento eldetrico, y el problema de las sefiales de semi~
geleccidn estd a pesar de todo presente en varias ¢élulas

- de gas de las no seleccionadag}

25 :3' Es caracteristica de este invento la eliminew

1244.73 | -4 -
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oifn del problema creado porilas sefiales de semiselec~
oldn aplicadas g las células no seleccionadas de la 14~
nea de excitaocidn de coordenades horizontales selecoiona-
da, y de la linea de excitacidn de coordenadas vérticales
5 w'seleocionada, ‘mediante el recurso de poners (a) en las 11-_
'ineas de excitacién horizontales no seleocionadas, un in-
oremen‘bo de seﬁal de anulacidn de igual magnitud y de la.
misma polaridad que el inoremento de sefial de imnscribir o
de borrar aplicado a la 1{nea de eicitacién'de coordenadas
10 verticales seleccionada; y (b) en las 1fneas de excitaciln .
"~ verticales no_seleccionadas; un'incremenxo de sefial de
annlaoidn de lguel megnitud y de la misme, polaridad que
el incremento de séﬁal de insoribir o de borrar aplioadb
_ 2 1g lines de excitaeién de coordenadas horizontalea 3elec- |
15 'oionadac
o Otra oarac*ber:f.stiéa de este invenfo reslide en
eliminar la necesided de geparar o alslar mecdnicamente
Vpada oélula gaseosa haoiéndolas, por ejemplo; en panel;
mediante el recurso de hacer que la avalpnche de sosteniw-
20 miento y la de insoribir no ooincidaﬁ.'Cuando el 1hpulso
de insoribir sea coinoidente en el tiempo con la avalanw
oha de sosteniﬁiento de las oélulas adyacentes, la violenw
ta aotividad de la degoarge de plasma que tiene lugar én'
el gas puede lleger a cembisr, y en realided ass{ lo hace;

124473 S
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las caracteristicas de activacidn y desactivacidn de una
’ . vy . -
celula vecina, como se ha sefialado mds arriba. Este pro-

blema se reduce al minimo, conforme al presente inventbo,

mediante un método perfeccionado de hacer funcionar un i
panel gaseoso, en el cual, el impulso de inscribir se tras%
lada al borde de salida del perfil de onda de sostenimien%
t0. Cuando cede la actividad de la avalancha de sosteni-

miento es cuando tiene lugar la inscripcidn. Ademds, para
separar afn mis en el tiempo la aVaiancha de sostenimiento

que tiene lugar en el borde de abtaque o de entrada de una

sefial aplicada, de la avalancha de inscribir, que se pro=-i
duce cerca del borde trasero o de salida de una sefial apli

cada, se reduce lg frecuencia del perfil de onda aplicado.
Ademas de obtensrse una mayor separacibn entre la activi-
dad de la avalancha de sostenimiento en las células no se
leccionadas y la actividad de la avalancha de inscribir
en la célula seleccionada, la menor frecuencia de la seﬁai
de alta tensidn aplicada sirve para invalidar todo efectho
potencialmente adverso de una temprans reduccidn de la se%
fial, o "mella" de supresidn o anulacidn, en el borde de
salida de la éeﬁal de sostenimiento para la totalidad de
las células no seleccionadas durante una operacién de ins
cribir. Asi, la reduccidn de la frecuencia de la sefial de
alta tensidn durante uns operacidn de inseribir sirve al
doble objeto de reducir la actividad intercélular, sepa~
rando la avalancha de sostenimiento que se produce en el
borde de ataque respecto de la avalancha de inseribir que

se produce cerca del borde de salida, y dar la seguridad

de que la seflal de sostenimiento tiene la duracidn sufi-

ciente para efectuar la operacidn de sostenimiento sobre

-6 - !
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entre células de los sistemas usuales hasts ghora conoci-

386401 .

la totalided de las células no seleccionadas, durante una

operacidn de inscribir en una célula selececionada,

Otra caracteristica de este invento reside en
un gparato perfeccionado para paneles de presentacidn por
gas, en el cual pueden ejecutarse con fiabilidad operacio+
nes selectlvas de inscribir y borrar en paneles de gas que,

de otro modo, serian inmane jables, por lg poca uniformidad

dog.

Otra caracteristica de este invento reside en
un dispositivo de presentacidn fiable a base de panel gaseo
80, relafivamente mucho menos costoso de construir que losg
dispositivos de presentacidn en panel gaseoso anteriores
al invento,

En una de las disposiciones conformé g este in-
vento, un primer excitador de sostenimiento suministra al
ta tensidn, en forma de tren de ondas rectangulares, a la
totalidad de las lineas de excitacidén de coordenadas horid
zontales, y un segundo excitador de sostenimierto suminisg+
tra alta tensidn, en forma de tren de ondas rectangulares
desplazadas 902 respecto a las ondas rectengulares sumi-
nistradas pér él primer excitedor de sogtenimiento, g lg
totalidad de las 1{neas de excitacidn de coordenadas ver-
ticales. Todas las células, por consiguiente, estdn soste-
nidas por una diferencia de potencial en forma de tren de
ondas rectangulares, y las oscilaciones positivas ¥ nega-
tivas del tren de ondas tienen una amplitud menor que el
potencial de encendido pero mayor gue el potencial de gos-

tenimiento de cada célula de gas. Para cada lines de exci-

tacién de coordenadas horizontales se prevé wn excitador
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de linea, ¥y un eircuito de seleccidn horizontal elige uno:

H

]

de estos excitadores de 1f{neas durante uns operacidn de
inscribir o de borrar. Para cada lines de excitacidn de
coordenadas verticeles se prevé un excitador de linea, y
un circuito de seleceidn vertical elige unc de estos ex- °
citadores de lineas durante una operacidn de inscribor o
de borrar. Para las operaciones de inscribir ¥y borrar se
suma algébricamente un impulso a la sefial de alta tensiéng
suministrada por los excitadores de sostemimiento primero:
y seégundo. El primer excitador de sostenimiento ticne una;
primera barra colectors en la que el impulso algébrieamenQ
te efladido se suma a la oscilacidn de la sefial de alta ten
sidn, y una segunda barra colectora en la que el impulso
algébricamente afindido se resta de la oscilacidn de lg se-
flal de alte tensién, Las barras colectoras primera y segun
da van conectadas a cada uno de los excitadores de lineas
horizontales. El excitador de lines horizontal selecciona—
do por el circuito de seleccidn horizontal suminigtra la
oscilacidn de sefial compuesta, aumentads por la primera
barra colectora, a la lines horizontal seleccionada; y los
restantes excitadores de lineas horizontales suninistran
la oscilacidn de sefial compuesta disminuvida a las l{neas .
horizontales no seleccionadas. El segundo excitador de sog
tenimiento tiene una tercers barra colectora en la'cual el

impulso algébricamente sumado reduce lg magnitud de la 0g

cilacion de sefial compuesta, y una cuarta barra colechors

en la cual la seflal algébricamente sumada suments la magnl

tud de la oscilacidén de sefial compuesta. Estas barras co-

Llectoras tercera y cuarte van conectadas a cada uno de losj

excitadores de lineas verticales. El circuito de selececidn|

]
1
i

i
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1ineas de excitacidn de coordenadas verticales. Para ung

vertical elige uno de los excitadores de lineas vertica-
les. ELl excitador de linea seleccionado suministra -la se-
fial compussta, con 1a,oscilacién aumentada en la cuarts
barra colectora, a la linea de excitacidn de coordenads
vertical seleccionada; y los restantes excitadores de 1i-
neas verticales suministran la seflal compuesta, con la

oscilacion disminui{da en la tercera barra, a las restanteg

operacidn de inscribir se reduce la frecuencia de las se-
flales de alta tensidn, y la célula seleccionada en el pa-
nel gaseoso se, enciende tras haber recibido todas las de-
mas eélulas del panel un nivel de sefial de sostenimiento.
Para una operacidn de borrar, las sefiales de alta tensidn
suminigtradas por los excitadores de sostenimiento primero

y segundo se retienen en un estado de régimen permanente

do a la sefial de aita tensidn hace que aumente la sefial

compuesta en la primera barra- colectora, y que disminuyé
la sefial -compuesta en la segunda barre colectors. El Limpull
80 algébricamente afiadido en la sefial de alte tensidn hace
que gumente la sefial compuesta en la-tercera barra colecto
ra y disminuys lg sefial compuesta en la ouarfa barra colec
tora. La seﬁal compuesta disminuida en la euarta.barra CO-
lectora se suministra, por medio del excitador de lfnea se
leccionado, ‘a la lines de excitacidn de coordenadas verti-
cales no seleccionada, y la sefial compuesta aumentads en
la tercera barra colectora se suministra, por medio de los
restantes excitadores de lineas verticales, a las restan-

tes lineas de excitacién de coordensdas verticales. Le di-

ferencia de potencial aplicada a.la célula de gas seleccio

-9 -
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nada es un impulso de una amplitud menor que el nivel de
sogtenimiento, y de poiaridad opuesta a la de la Oltimas
sefial de sostenimiento. La diferencia de potencial aplica-

da a la oélula de gas seleccionada es, no obstante, lo |

bastante grande para producir una avalancha débil y, de
ese modo, reduce la carga, que aqul se denominars carga dé
pared, aﬁlicada a la célula de gas seleccionada. Despuds %
de terminar el impulso superpuesto, los excitadores de soé
tenimiento primero y segundo siguen-en su estado de régi-.
men permanente durante un intervalo de tiempo dado, que
permite a la célula de gas seleccionada estabilizarse y
continuar en estado de oscuridad 0 apagada cuando a contif
nuacidn comiencen las operaciones de sostemimiento. Cuandcg
las dperaciones de sostenimiento, vuelven g empezar, to- i
das las células. de gas anteriormenﬁérénéendidas, excepto %
la oélula de gas seleccionada, vuelven a ser encendidas %
por las sefiales de sostenimiento, %
Los indicados y otros objetos, rasgos caracte- ;
risticos y ventajas de la invencidn se irdn desprendiendo§
de la siguiente descripeidn pormenorizada de una forms pré
ferida de realizacidn de la misma, ilustrade en Los dibu-

jos adjuntos, en los cuales:

i

- la figura 1 ilustra un sistems de panel gaseo=

]
i
so0 conforme al presente inventos

- las figuras 24 ¥y 2B ilustran con detalle algu:
nos de los elementos componentes del sistema indicados en

forma de blogque en la figura 1; _
- la figura 2C indica cémo han de disponerse
las figuras 2A y 2B;

- la figura 3 representa unos perfiles de onda

- 10‘-
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que contribuyen o explicar una operacidn de sostener;
- la figura 4 representa unos perfiles de onda
que contiibuyen a explicar una operacidn de inscribir; y
-~ la figura 5 representa unos perfiles de onda
gue contribuyen a explicar una operacidn de bdrrar.

Descripcidn de la forma de realizacion preferida.

.gaseoso 10 tiene unas lineas horizontales H1 ... HN dise

En un gistema conforme a este invento, un panel

puestas por encima y unas liness verticales V1 ... VN dis-
puestas por debajo. El panel gaseoso 10 incluye un gas ilu
minable contenido dentro de una envoltura hermé+ticamente
cerraéa, Yy unas regiones comprendidas en'lés proximidades
de las intersecciones de coordenadas de las lineas verti-
cales y horizontales definen unas células de gas. Ias cé-
lulas de gas se activan o enclenden selectivamente, en
una operacién denominada de inscribir , mediante la aplica
cidn de un determinado potencial a una linea horizontal ¥y
de un potencial diferente a una linea vertical, diferencia
de potencial que baste para exceder del potencigl de enceﬂ
dido o ignicidn del gas iluminable. Una vez encendida,
cada célula gaseosa se mantiene en el estado de encendida,
por medio de una sefial periddica de sostenimiento, aplica
da a las 1{neas verticales y horizontdles, de amplitud su
ficiente para igualar o sobrepasar el nivel de sosteni-
miento; pero este nivel de sostenimiento es menor que el
potencial de ignicidn. Una cualquiera de las células encelh
didas puede abagarse, en lo que se denomina una operacidn
de borrar, mediante el recurso de reducir primero a cero

la diferencia de potencial en la cédlula, aplicar lusgo wn

impulso, de amplitud de borrar y polaridad opueste a la de

- 11 -
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la Gltima alternancia de sostenimiento, y finalmente man--

tener el potencial cero durante un periodo o intervalo de%

i
tiempo fijo después del impulso de borrar. Mediante opera |
|
i

informacidn en forma de caracteres, simbolos, lfneas (grd-

ciones de inscripcidn selectivas, puede presentarse una

ficas) y éimilares en el panel gaseoso 10, y esta informg%
cidn puede regenerarse por todo el tiempo deseado, mediag%
te operaciones de sostenimiento. La.informaoién presenﬁa—%
da pusde eliminarse después selectivamente mediante ope- !
raciones de borrar,

Se disponen wnas lineas 11 ¥y 12 del modo indicgj
do, definiendo cuatro células piloto P1 ... P4. Ias CélUrE
las pilotq son las primeras que se encienden, y permgne- i
cen encendidas durente todo el tiempo deuso del panel ga—é
seoso 10 como dispositivo de presentacidn. Las células pi§
loto ionizan el gas iluminable en las cuatro esquinas deli
panel gaseoso 10, y ello sirve pars dar una mayor unifor—z
midad-de funcionamiento en el encendido de las restantes
células de gas. El potencial PH de la linea 11 y el poten

cial PV de la 1fnea 12 producen unas diferencia de poten-~

cial suficiente para encender y mantener encendidas (sos—g
tener) lascélulas piloto P1 ... P4 en todo momento, duragé

te el funcionamiento del panel gaseoso 10. %

Unos excitadores de 1lineas 21 ... 24 suministran
|

potenciales de funcionamiento a las respectivas lineas hor
- b
rizontales H1 ... HN.-Un circuito 25 de seleccion horizon|

tal suministra una sefial de polaridad dada, aplicada a uné

(seleccionada) de las lineas 26 ... 29, para asi seleccio!
i

nar uno (dado) de los excitadores de lineg 21 ... 24 para?

una operacidn de inscribir o de borrar. Un excitador de !

_ |
!
i

- 12" -
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sostenimiento 30 da sefiales operativas de alta tensidn por
una barra colectora 31 y uﬂa barra colectora 32, para con
trolar el funcionamiento de los excitadores-de lineas
21 oo 24. Al excitador de sds%eﬁiﬁiento 30 se le suminis
tra una sefial de control de entrada por una linea 33.
Unos excitadores de lineas 51 ... 54 suministran
potenciales de funcionamiento a las respectivas lincas ver
ticales V1 ... VN, Un circuito 55‘de seleccidn vertical
suninistra una sefial de polaridad dada, aplicada & una

(seleccionada) de las 1ineas 56 ... 59, para asi seleccio-

nar uno (dado) de los excitadores de lineas 51 ... 54, pa+

ra una operacicn de inscribir o de borrar. Un excitador de

sostenimiento 60 suministra sefiales operativas de alta te

gidn por una barra colectora 61 y una barra colectora 52

a los excitadores de lineas 51 v.. 54. El excitador de sos
tenimiento 60 recibe una sefigl de control de entrada por
una linea 63.

Bl excitador de sostenimiento 30 y el excitador
de sostenimiento 60 reciben también sefiales de control
que vienen de un circuito %O dé control de borrar y de
inscribir, siempre que tiene lugar umna operacidn de borrar
o de inscribir. BEn todo otro momento,:el excitador de sog
ﬁenimienﬁo'30 y el excitador de sostenimiento 60 ejecutan
operaciones de sostener, en respuesta a las sefiales de con
trol recibidas por las respectivas lineas de entrada 33 y
63. El circuito de control iO de borrar y de inscribir re
cibe sefiales de control por unas liness 81 ... 86, para g
fectuar opersciones de inseribir y de borrar, Las lineas

81 e+« 84 reciben sefiales de con%rol positivo paraefectuar

una operacidn de inscribir, y las lineas 81, 82, 85 y 86

- 13 -
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reciben seflales de control positivo para efectuar ung ope
racidn de borrar. Las sefiales de control aplicadas a las
lineas 81 ... 88 durante las oPeraciones de inscribir y
de borrar se estudian con mayor detalle més adelante, ha-
ciendo referencisg a las figuras 3, 4 y 5.

A continuacidn se hace referencia a las fl'ruras§

2A y 2B, que ilustran con detslle el excitador de sosten:.i

miento 30, el excitador de sostenlmlento 60, el circuito '

de control 70 de borrar e inscribir y los ex teitadores de

1ineas indicados en forma de bloque en la figura 1, Las

figuras 24 y 2B Ban de disponerse como se indica en la fi-
‘ ; : j

gura 2C. Las lineas 81 y 82 de la figura 2A van conectadasg

a la base de unos transistores respectivos 101 y 102, Lasg
resistencias 103 y 104 van conectadas desde lag lineas reé
pectivas 81 y 82 a unas fuentes -de potencial. Los electro-
dos de colector de los fransistores 101 y 102 estdn comeo-

tados a los extremos opuestos de un devanado primario 105

que tiene una toma central conectads a una fuents de sumi=-
nistro de potencial de trabajo. Bl devanado primario 105 g
esta acoplado, por medio de un nimero magnético 106, a unds
devanados secundarios 107 y 108. Entre los emisores de lo;

transistores 101 y 102 hay conectada una resistencia 109.

La linea de control 83 de la figura 2A va conec

tada por medio de una resmutgnc1a 121 a la base de un tran

sistor 122. Al emisor del transistor 122 va conectado el

i
colector de un transistor 123, a través de una resmstenclﬁ
124, La 1inea de control 84 ests conectada a la base del %
transistor 123, y desde la base del transistor 123 va una%
resistencia 125 conectada a ung fuenie de potencial. Ig 1

nea de control 83 esta conectada a un potencial fijo pero

- 14 -




10

15

20 .

25

30

1561071

‘tencial presente en la linea 83. Ia magnitud de la fuente

de intensidad de corriente viene controlada por la magni-

386401 ZUL‘N‘ @_é‘,

patt

ajustable (de 0 a 6 V) para controlar la amplitud de los.
impuisos de inscribir, Cuando el transistor 123 es puesto
en conduceidn por una sefigl aplicada en la linea de con-

trol 84, el transistor 122 ee pone en conduceidn ¥y es con

trolado como fuente de suministro de corriente por el po-

tud del potencial positivo presente en la linea de control
83. Los transistores 122 y 123 se ponen en el estado con-
ductivo siempre que se va a efectuar una operacidn de ins
cribir., Siempre que se ponen en accidn ambos transistores
122 y 123, sirven de fuente de corriente controlada, y de
interrupbor quejconecta o masa la toma variable de la re-
sistencia 109, ’

Las lineas de control 85 y 86 de la figura 24
reciben sefiales de control, -durante. una opéracién"de bo- -
rrar, que simultdneamente hacen funcionar s los transisto-
res 131 y 132 poniéndolos en el estado de conduccidn. Ia
1{nea de control 85 va concctada por medio de una resisten
cia 133 a la base del transisor 131. Ia linea de control
86 va conectada a la base del transisgor- 132.. La base del
transistor 132 estd conectada por medio de una resistencig
134 a una fuente de potencial. Entre el emisor del transig
tor 131 y el colector del tramsistor 132 va conectads una
resistencia 135. Siempre que tiene luger una operacidn de
borrar, se activa la linea de control 86 para hacer funcio
ngr- los transistores 131 y 132 simul taneamente, y éstos
sirven de fuente de corriente ajustable y de interruptor,
que conecta eﬁtonces a masa la toma variable de la resis-

tencia 109.
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A continuacidn se estudia el excitador de éosﬁgé
nimiento 30 en las fivuras 2A y 2B, Un tren de impulsos, i
designado como excitacidn SH, aplicado en la 1linea de con
trol 33 pone en acclon el transistor 141, cuya salida, en
5 primer lugar, excita al transistor 142 dando sefiales de
excitacidn por la l{nea 11 con el propdsito de encender y§
mantener encendidas las c¢élulas piloto, y en segundo lugar

excita al transistor 143, concctado a la toma central del

devanado secundario 107, con el propdsito de dar sefiales
- |
10 de salida por las barras colectores 31 y 32, y asi hacer

g

funcionar los excitadores de 1lineas 21 ... 24 de la figu—;
re 2B. ;
La linea de control 33 de la figura 2 estd coneé
tada por medic de un circuito RC a la base del transistor;
15 141. El circuito RC incluye una resistencia 144 y un con—?
densador 145. La linea de conmtrol 33 ests tamblen conecta;
da, por medio de unas resistencias 146 ¥, 147, a una fuente
de potencial. El colector del trans1 tor,141 esta conecta1
do, por medio de una resistencia 161, a la base del tran—g
o0 |sistor 142. El emisor del transistor 142 va consctado por
' medio de una resistencia 162 a masa. Entre el emisor vy la
base del transistor 142 hay conectado un diodo 163, EL emi;
sor del transistor 142 va conectado a lg linea qe excita~
L cién horizontal 11, que da la excitacidn horizontel pare
25 - |1as oéiulas piloto P1 ... P4,
. El colector del tramsistor 141 (figura 2A) va co-
nectado por medio de unas resistencias 171 v 172 a ung fueg
te de potencial de trabajo. En paralelo con la resistencia

171 hay conectado un diodo de Zener 173. Entre la base del

s . 5
30 transistor 143 y el punto de unidn de las resistencias 171

1501071 - - 16 -
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y 172 va conectada una resistencia 174. El emisor del

transistor 143 esta conectado por medio de una resisten~
cia 175 a masa, y ese emisor va conectado tambidn a la
toma central del devanado seécundario 107. Entre el emisor
5 ¥y la base del transistor 143 hay conectado un diodo 176.
El colector del transistor 143 eété conectado g wma fuente
de potencial de trabajo. »

A los extremos de la mitad inferior del devana-
do secundario 107 va conectado un circuito serie que in-
10 cluye vun diodo 181 y una resistencia 182, habiendo otro
circuito serie, que incluye una resistencia 183 y un diodc
184, conectado a los extremos de la mitad superior del de-=
vanado secundario 107. El extremo superior del devanado
secundario 107 va conectado por medio de un diodo 185 y
15 una resistencia 186 a los electrodos de base de los tran—
sistores 187 y 188, Otro par de transistores 189 y 190
tiene sus electrodos de base conectados por medio de ung
resistencia 191 y un diodo 192 al extremo inferior del de
vanado secundario 10?. Hay unas resistencias 193 y 194 co
°0 . . nectadas en paralelo con unos condensadores respectivos
195 y 196, del modo indiecado.

Un tren de impulsos designado como excitacidn
SV, aplicado en la lfnea 63 de la figura 2A, pone en accidn
al transistor 241 cuya salida, en primer lugar, hace funcig
o5 - nar el transistor 242 dando sefiales de excitacidén por la

linea de excitacidn vertical 12, que da excitacidn verti-

cal para las células piloto P{ ... P4 de la figura 1, y en
segundo lugar pone en accidn al transistor 243, dando seiig
les de salida por las barras colectoras 61 y 62y haciendJ

20 funcionar asi los excitadores de 1fneas 51 ... 54 de la
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Ia linea 63 de la figura 2 va conectada por me- :

ZD:

figura 2B.

dio de un circuito RC a la base del transistor 241. El cir
cuito RC incluye ung resistencia 244 y un condensador 245.
Le linea 63 estd conectads por medio de unas resistenciag !
246 y 247 2 una fuente de potencial. El colector del tran
sistor 241 esta conectado por medio de una resistencia %
261 a la base de un transistor 242. El emisor del transis

tor 242 va conectado por medio de una resistencia 262 a

masa. Entre la base y el emisor del transigtor 242 hay co%
nectado un diodo 263. El emisor del transistor 242 va coneé
tado a la linea de excitacion 12, y el colector estd co- §
nectado a una fuente de potencial de trabajo. |
- Bl colector del transistor 241 esta conectado
por medio de lag resistencias 271 y 272 a una fuente de
potencial de trabajo. A los extremos de la resistencia 271
va conectado un. diodo de Zener 273. Entre la base del tran

sistor 243 y el punto de unidn de las resistencias 271 y

272 va conectada una resistencia 274. Entre el emisor del

transistor 243 y masa va conectada una resistencia 275. Hay
un diodo 276 conectado entre el emisor y la base del tran%
sistor 243. El emisor del transistor 243 estd conectado ag
la .toma central del devanado secundario 108, y el colecton
va conectado a una fuente de potencial de trabajo. i

A los extremos de la mitad inferior del devanado
secundario 108 va conectado un circuito serie que incluye
un diodo 281 y una resistencia 282, habiendo otro circui—é

to serie, que incluye una resistencia 283 y un diodo 284,

conectado a los extremos de la mitad superior de dicho seg

cundarlo 108, Hay un dilodo 285 y una resistencia 286 coneé
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tados en serie con los electrodos de base de los transis-
tores 287 y 288, Los transistores 289 y 290 tienen sus
electrodos de base conectados por medioc de una resisten-
cia 291 y un diodo 292 a la mitad inferior del devanado
secundario 108. Hay unas resistencias 293 y 294 conecta-

das en paralelo con unos condensadores respectivos 295 y

A continuacion se hace referencia a la figura
2B, que ilustra con detalle los excitadores de lineas 21
+es 24 indicados en forma de blogue en la figura 1. En la
figura 2B se ilugtran de modo arbitrario los excitadores
de lineas 21.y 24, El excitador de l{nea 21 incluye un
trensistor 321 con un diodo de corriente constante 322 co
nectado entre el colector y la linea de excitacidn 31. El
emisor del transistor 321 estd conectado a la linea de ex
citacidn 32. Ia base del transistor 321 va conectada por
medio de la 1fnea 26 a los circuitos 25 de seleccién hori
zontal de la figura 1. Entre la base del transistor 321 y|
la 1{nea de excitacidn 32 hay conectada una resistencia
323. La linea de excitacidn H1 estd conectada al colector
del transistor 321, El excitador de linea 24 de la figura
2B es de construccidn iddntica a la del excitador de 1ineg
21, usandose los mismos nlmeros de referencia, con el su-
fijo "a", para designar las partes correspondientes.

. Ia figura 2B ilustra fambidn con detalle los ox
citadores de lineas verticales 51 ... 54 indicados en blo-
que en la figura 1. Los excitadores de lineas 51 y 54 son
los que arbitrariamente se ilustran. El excitador de lineg
51 inélu&e un transistor 331. EL emisor del transistor 331

est a conectado a la lfnes de excitacidn 62, y el colector
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del transistor 331 va conectado por medio de un diodo de
corriente constante 332 a la linea de excitacidn 61. El
colector del transistor 331va asimismo conectado a la 1{-'
neg de excitacin V1. Ia base del transistor 331 estd com |
nectada por la lines 56 a los circuitos de seleccidn ver-— .
tical 55 de la figura 1. BEntre la base del transistor 3315
¥y la linea de excitacidn 62 va conectada una resistencia ;
333 (figura 2B). El excitador de 1fnea vertical 54 es de |
construccién idéntica a la del excitador de 1inea verti-
cal 51, por lo cual se usan los mismos numeros de referen |

H

cia, con el sufijo "a", para designar las paries corresPog

dientesg,

El sistema de la figura 1 se hace funcionar, pa

ra presentar informacidn en el panel de gas 10, mediante 2
ignicion selectiva de células hasta formar letras, nime- |
ros y caractercs de una configuracién cualquiera convenien
te. Lg diferencia de potencial swninistreda a las células
seleccionadas excede del potencial derignicién o encendi~
do, para una operacién de inscribir, La informacidn, una
vez: inscrita, se mantiene encendida por medio de seiiales
de sostenimiento aplicadas a todas las lineas horizonta-
les y verticales. Ia seilal de sostenimiento presents en
las 1{neas horizontales y verticales cres entre estas 1i-
neas una diferencia de potencial menor que el nivel de en
cendido o de ignicidn, peromayor que el nivel de sosteni-
miento, de modo que los disefios de.iluminacidn de las cé-

lulas de gas se mantienen en el estado dé encendidos, La

informacidn se borra reduciendo la diferencia de potencial

en una célula seleccionada por bajo del mivel de sosteni~ |

miento, durante unintervalo de tiempo dado que varia con
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la mezcla de gases empleada en el panel, y volviendo a
aplicar la sefial de sostenimiento para asi reencender to-
das las células de gas, excepto la borrada, que ya antes
estuviesen encendidas. A continuacidn se analiza el funcio
namiento del sistems de la figura 1.

Se describen primero lasg operaciones de sosteni
miento. A este fin se hace referencis a las figuras 1, 24
vy 2B para los circuitos, y a la figura 3 para los perfi-
les de onda. Las seflales de excitacidn SH presentes en la
1inea 33 (figura 24) son un tren de ondas rectangulares
tal como el indicado en la figura 3A. Las sefiales de exci-
tacidn SH de la 1fnea 33 (figura 2A) ‘'son invertidas por el
transistor 141. Las sefiales de excitacidn SH invertidas
experimentan una amplificscidn de corriente en el transig
tor 142, conectado en la configuracidn de seguidor de emi
sor, y las sefiales de salida se suministran por la lines
11.2 las células gaseosas piloto P1 ... P4 (figura 1).
Las sefiales de excitacidn SH invertidas eXperimentan igual
mente una amplificacidn de corriente en el transistor 143,
conectado también como seguidor de emisor, ¥ se suminig-
tran por medio de la toma central del devanado secundgrio
10% y por la resistencia 186 a los electrodos de base de
los dos trénsistores 187 y 188 que sirven como pareja com
plementaria de seguidores de emisor. Ias sefiales de sali-
da presentes en la barra colectora-31, y designadas SHY,
se suministran a los excitadores de lines 21 y 24 de la
figura 2B. Esta sefial SHY se ilustra en la figura 3C., Ias
seflales suministradas a la toma central del devanado se-
cundario 107 se suministran también, por medio de la regisg

tencie 191, a la base de los transistores 189 y 190, iguall
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mente conectados como pareja de seguidores de emisor com-'

plementgrios. Las sefiales de salida de Los transistores
189 y 190, presentes en la barra colectora 32 y designa-
das SH, se suministran a los excitadores de linea 21 y 24;
Estas seflales tienen la misma magnitud y polaridad que laé
gefiales SH+ presentes en la barra colectora 31. La =efial
SH se ilustra en la figura 3B. ]
Las seifiales SHY y SH presentes en las resPecti-é
vag barras colectoras 31 y 32 se suministran a los corres;
pondientes electrodos de colector y emisor de los transigé
tores 321 y 321g de la figura 2B. Las seflales SHi se sumi%
nistran por medio de los diodos de corriente constaunte ;
322 y 322z a los electrodos de colector de los respecti- ;
vos transistores 321 y 321a. Para una operacidn de soste—g
nimiento, el circuito 25 de seleccidn horizontal de la fi!
gura 1 no necesita suministrar un nivel de sefial de seleg;
cidn por ninguna lines seleccionada, de las lineas 26 ..J
29, a ninguno de los correspondientes excitadores de 1i- %
nea. 21 +.. 24, Ahora bien, si lo hace, no se ocasiona da—;
fio alguno, .por las razones que mas adelante se seialan.
Si por las lineas 26 ... 29 de la figura 1 se suminis-

fran unas sefiales de deseleccionar o separar, estas sgfia-

les fienen una magnitud dada, suficientemente mgs positi-|

va que la sefial SH para hacer gue conduzcan los transis~

tores de los excitadores 26 ... 29. Por consiguiente, los|

transistores 321 y 321g (figura 2B) conducen, y las sefia-
¢ |
les presentes en las lineas H1 y HN tienen una polaridad

v una magnitud iguales a las de la sefinl SH de la barra

colectora 32. Por cierto que, cugndo los transistores 321;
!

¥ 321g no ,conducen, las sefiales presentes en las 1inea H1i
' !
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y HY tienen igual polaridad y magnitud que las seﬁalééz'
SHL, excepto. por una ligera cafda de tensidn que hay en
los diodos de corriente constante 322 y 322a; por lo cual
se ve que; para la operacidn de sostenimiénﬁo; como més
arriba se ha sefialado, no importa si los transisﬁores de
los excitadores 21 ... 24 estan conduciendo o sin condu-
cirs es decir; si estan seleccionados o deseleccionados
por los circuitos de seleccid n horizontal 25. Las lineas
H2 y H3 do la figura 1 estan alimentadas por los excita-

dores de 1fnes 22 y 23 asociados, con unas sefiales de sos

tenimiento que son de idéntica polaridad y magnitud que
las sefiales suministradas a las lineas H1 y HN, como se
explica con referencia a la figura 2B. La sefial de soste-
nimiento suministrada a las l{neas horizontales H1 ... HN
esta representada en la figura 3D. Como se ve facilmente
por simple inspeccidn, el perfil de onda de la figura 3D
es como los de las figuras 3B y 3C..

Lo sefialde excitaéidn SV aplicada a la linea 63

(figura 2A) es un tren de ondas rectangulares, como se

ilustra en la figura 3B. Ia sefial de excitacitn SV es idén
tica a la SH, excepto en que la sefial de excitacidn SV eg
ta retrasada 902 respecto a la sefial de excitacidn SH,
Este sefial es invertida por el transistor 241. Ia salida
invertida del transigtor 241 sufre una amplificacidn de
corriente en el transistor 242, conectado como seguidor
de emisor, y su salida es suministrada por la linea 12 a
las células piloto P71 ... P4 de la figura 1. La sefial de
salida invertida procedente del trangistor 241 es igualmen
te suministrada a la base del transistor 243, también co
nectado en la configuracidn de seguidor de emisor, para
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dar una amplificacion de corrientes La salida del transis-

dos de base de los transistores 287 y 288 de la figura ZBJ

conectados como pareja de seguidores de emisor complementz

rios, para dar amplificacion de corriente. las sefiales de
salida SV de los transistores 287 y 288, que aparecen en 15

|
|

lares como el ilustrado en la figura 3F. Ia sefial de sall

barra colectoras 61, constituyen un tren de ondas rectangu-

da del transistor 243 (figura 2A) va conectada a la toma |
central del devanado secundario 108, y por medio de la re-
sistencia 291 gl electrodo de hase de los transistores 28§
y 290, igualmente conectados como pareja.complementaria dé
seguidores de emisor para dar amplificacion de corriente.i
Las sefiales de salida “V- procedentes de los transistoresg
289 ¥y 290, que aparecen en la barra colectora 62, son un
tren de ondas rectangulares como el.iiustrado en la figurg
3G. La sefial SV y la sefial SV-, de las barras colectoras
respectivas 61 y 62, tienen igual magnitud y polaridad,
como se ve ficilmente por simple examen de las figuras 3F
v 3G. La sefial SV presente en la linea 61 de la figura 2B
es suministrada, por medio de los diodos de corriente cons
tante 332 y 332a, a los electrodos de colector.de los reg
pectivos transistores 331 y 331as La sefial SV- presénte

en la lines 62 (figura.2B) es suministrada a los electro-

dos de emisor de dichos fransistores 331 y 331a. Para una

operacién de sostenimiento, el circuito de seleccion ver- |
. i

: s . !

tical 55 de la figura 1 puede o no suministrar un nivel de
{

seleccidn por una de las lineas 56 ... 59 a uno (correspon
, . _ '

diente)da:lossexcita&ores de lineas 51 ... 54, Si se sumi{
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nistra un nivel de seleccion a uno -dado de los excitadores
de 1ineas 51 ,.. 54, ello no hace al caso, por las razones
arriba sefialadas. Supongase gue se suministran niveles de
deseleccion. Con referencia mgs concretamente a los excita
dores de lineas 51 y 54 de la figura 2B,Vestas gseflales de
deseleccion, presentes en las lineas 56 y 59, llevan los
respectivos transistores 331 y 331a al estado de no conduc
cion, o de corte. A este fin, los niveles de sefial presen-
tes en las lineas 56 y 59 pueden tener igual magnitud y po
laridad que la sefial SV~ presente en la barra colectora
62. Por consiguiente, los transistores 331 y331a son pues-
tos fuera de conduccién durante una operacidn de sosteni-
miento, y las sefiales presentes en las lineas V1 y VN son
esencialmente idénticas, en polaridad y magnitud, a la se-
flal SV presente en la barra colectora 61, excepto en lo
que se refiere a uma ligera cafda de tensidn producida en
los respectivos diodos de corriente constante 332 y 332a.
Las sefinles presentes en las 1fneas Vi1 y VN son un tren
de ondas rectangulares como el ilustrado en la figura 3H.
Unas seﬁales‘de sostenimiento de polaridad y magnitud
idénticas a las de la ilustrada en la figura 3H son sumi-
nistradas por los excitadores de linea 52 y 53 (figura 1)
8 las lineas verticales V2 y V3. - -

Lg diferencia de potencial existente entre las
1{neas horizontales H1 ... HN y las lineas verticales
V1 .. VIl en cade interseccidn de coordenadas del panel
gaseoso 10 de la figura 1 debe exceder del nivel de soste
nimiento para el particular gas, o mezcla de gases, que se

enplee en ol panel gaseoso. ELl potencial en cada linea ho

rizontal, tomado por si solo, es suficiente para igualer
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, E
© sobrepasar el nivel de sostenimiento de las células de |
gas en cada interseccidn de coordenadas del panel gaseosof

. w2 - ?

de la figura 1, pero tiene 86lo uns polaridad; y el poten{

cial en cada una de las lineas verticales, tomado por si |
solo, hasta del mismo modo para igualar o sobrepasar el nni
vel de sostenimiento de las células de gas en cadg inter- %
seccion de coordenadas del panel gaseoso 10 de lg figura

1, pero tiene la polaridad contraria. En cambio, el potenré
cial‘en cada linea horizontal ¥y el potencial en cada linea%
vertical, conjuntamente tomados, dan una diferencia de po—i
tencial alterna, en cada interseccidn de coordenadas del
penel gaseoso 10, que iguala 0 sobrepasa al nivel de 50ste;
nimiento del particular gas o mezcla de gasges empleado. Elr
pOuenClal en cada una de las lineas horizontales del panel
gaseoso de la figura 1 es un tren de ondas rectangulares %
como el ilustrado en la figura 3D, y el potencial en cada
una de las.l{neas verticales es un tren de ondas rectangq—
lares como el indicado en la figurg 3H., La diferencia de
potencial resultante en cada céluls gaseosg del panel de
la figura 1 es unrtren de ondad rectangulares como el re-
presentado en la figura 3I., Bl perfil de onda de lg figurg
31 se obtiene restando el perfil de la figura-3H del per-
fil de la figura 3D. El nivel de sostenimiento es el indi;-i
cado con lineas de trazo intarumpido en la figura 3I. Ias |
ondas rectangulares de la figura 3I sobrepasan €l nivel de

sostenimiento en ambos sentidos de oscilacidn, positive y

negativos Cada ung de estas oscilaciones positivas o nega-i
tivas basta para mantener 1lum1nadas todas las celulas an—%
terlormente encendldas.Ahora bien, las oscilgeiones p081tli
vas y negativas de la flgura 3I no bastan, 0 no @uflolentes
|
i
!
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pa&a encerder cualquier célule gue no estuviera antes ilu-
minadas

A continuvacidn se describe una operacidn de ins-
cribir. Los perfiles de onda de la figura 4 ayudan a expli
car los sucesos que tienen lugar en 1los circuitoé de las
fignrgs 1, 24 y 2B durante una operacién de insecribir, Pa-
ra una operacidn de inscribir, lg frecuencia de la sefigl
de excitacion SH y de la sefial de excitacidn SV se reduce
esencialmente por bajo de la frecuencia que estas sefiales
tienen durante una operacidn de sostenimiento. En una de
las disposiciones conforme a este invento, se empleé en el
panel de gas una mezcla gaseosa de 99,9% de neon y 0,1% de
argon. La frecuencia usada para la sefial de excitacién'SH
v para la sefial de excitacidn SV era de 30 kHz para las
operaciones de sostenimiento. La frecuencia de la sefial de
oxcitacidn SH y de la sefial de excitacidn SV se redujo a
15 kHz. para una operacidn de inseribir. Es caracteristico
de este invento efectuar operaciones de sostenimiento en
cuglquier instante, incluso durante las operaciones de ins
cribir, coﬁ todas las células previamente encendidas. En
otros t€rminos, las operaciones de sostenimiento se efec—
than sobre las células encendidas en todo momento excepto
cuando una de las células encendidas se sélecciona en par-
ticular parae una operacion de borrar. Las sefinles de exci-
taclén SH y SV proporcionan a las células del panel de
presentacion de la figura 1 los perfiles de onda de tensid:
que ejecutan una operacidén de sostenimiento con todas las
células previamente encendidas durante una operacidn de
inseribir; y durante esta operacidn se enciende una célu~

ia seleccionada que estuviese oscura o sin iluminar. A las
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células del panel de la figura 1 se le aplican a este objé

to unos perfiles de onda rectangular. Como puede verse,
por lo tanto, durante una operacidn de inscribir, las on-
das rectangulares ejecutan dos funciones, como son las def
sostener e inscribir. ELl borde de ataque o delantero de

una diferencia de potencial con perfil de onda recﬁangular;
aplicada a una célula de gas previamente encendida, ejeouj

§
ta la operacidn de sostener. Bs necesario que el borde de i

i
ataque de la onda rectangular subg g una amplitud igual o |

superior a la del nivel de sefial de sostenimiento de la
célula de gas, y es conveniente que la operacidn de inscri
bir tenga lugar en un punto sucesivo en el tiempo. Este f
retardo permite que se calme la actividad de descarga de
plasma en las células de gas sostenidas, y luego puede e
ner lugar la operacidn de inscribir con la minima pertur—~

bacidn para las células contiguas que estén oscuras o sin

iluminar. Por esta razdh, la operacidn de inscribir estd,

regulada en el tlempo de manera que se produzea préxima a
la ferminacidn de una sefial de perfil de onds rectangular
aplicada a la célula seleccionada. Precisamente con este

objeto de prolongar el intervalo de tiempo transcurrido en
tre el borde de atagque de un impulso rectangular, que da é
la funcién de sostenimiento, y la Ultima parte de la onda§
rectangular, que proporciona la funcidn de imscribir, es i
por lo que la frecuencia de las sefiales de exocitacidn SH ;

y SV se reduce para la operacidn de inscribir, Las células

de gas encendidas tienden a calmarse aproximadamente a los

4-8 microsegundos después de una operacidn de inscribir,

dependiendo el tiempo exacto de la mezcla de gases ugada.

Para la mezcla de gases mencionada en particular mds arri-
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ba, la frecuencia de 30 kHz para la sefial de excitacidn
SH y para la sefial de excitacidn SV resulta adecuada para
efectuar operaciones de sostenimiento, y la frecuencia de
15 kHz resulta adecuada para la operacion de inscribir.

Is frecuencig ménor da la diferencia en tiempo unecesaria,
entre el borde de ataque de la diferenciag de potencial de
onda rectangular aplicada a las células de gas para ung -
operacidn de sostener y la {ltima parte, que proporciona
la operacion de inscribir.

Para una operacidn de inscribir, la seiial de ex-
citacion SH eplicada a la linea 33 de la figurd 24 se repre
senta en la figura 4C,y como puede verse fécilmente los
impulsos son de doble anchura que en la sefial de excita~-
cidén SH representada en la figura 3A. Lia sefial de excita-
cidén sH presente en la linea 33 da las correspondientes
seflales invertidas SH (figura 4D) y SH+ (figura 4E), por
las lineas 31 y 32 de la figuraVZB, como més arriba se ha
explicado. Durante una operacidén de inseribir se seleccio-
na uvno (dado) de los excitadores de linea 21 ... 24 de la
figura 1, deseleccionandose los restantes, El excitador de
1{nea seleccionado se desexcita, o pone fuera de conduc~
cidn, y los excitadores de linea deseleccionados se exci-
tan 0 ponen en conduccion. A este fin, el excitador de 1{-
nea seleccionado recibe, por la linea asociada, de las 1{i-
negs 26 ... 29, una sefial que viene dél‘cirouito de selec-
cidn horizontal 25, igual o menor que la sefial de exoita-

cién SH presente en la barra colectora 32. Los excitado-

das 26 +.. 29 unas sefiales positivas respecto a la de ex-

citacion SH presente en la barrs 32.

- 29 -
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Si se selecciona el excitador de limea 21 de lg

Tigura 2B, éste recibe por la lfnea 26 una sefial isual o
menor gue la sefial SH presente en la barrs colectora 32, yi

i

el fransistor 321 deja de conducir. En este caso, se dese—%

5 Lleccionan los excitadores de lineas 22 ... 24 de la flwurai
1. El excitador de linea 24 de la figura 2B, por con51~u1eh
te, recibe por la linea 29 una sefial mds positiva que la ‘
SH presente en la barra 32, poniéndose en conduccidn el trég
sistor 321g. Se activan o-ponen %embién en conduccidn los :
10 transistores correspondientes en los excitadores de llneau
22 y 23 (figura 1). Como el transistor 321 del excitador

de linea 21 seleccionado estd sin conducir, el perfil de
onda presente en la linea Hi seleccionada sigue el de la
sefial SH+ de la barra colectora 31, excepto en una ligera ;
15 cafda de tensién producida en el diodo de corriente constaé
te 322, El perfil de onda de la sefial presente en la 1i- :
nea H{ se ilustra en la figura 4F..La sefial presente en ca2
da una de-las lfneas de excitacidén horizontsl no seleccio-
nada se.ilustra en la flgura 4G. Con referencia al e¢xecita-

=i
it
i
'
i
i
!
{
i

20 °. dor de linea 24 de la figura 2B, el transistor 321g esta
. en conduceidn, y la sefial que aparece en la linea HN no sef
o leccionada sigue el perfil de onda de la sefial SH presente’
en la barrg colectora 32.- _

La sefial de excitacién SV presente en la linea
25 ; 63 de la-figura 2A-se ilustra en la figurs 4H, La sefial de!
excitacidn SV es idéntica a la SH, excepto en que lg sefialj

]
i
!
i
|
x
i
]
i
X
i

de exoitacidn Sv esta retrasada 909 respecto a la sefial de
1
excltaclon SH. La sefial de excitacion SV da las senales :

SV y-SV— -en las respectivas barras colectoras 61 y 62 de 3

30 1a, flgura 23, por las razones arriba explicadas. El perfili

152ﬂh%1 - 30 -
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de onda de la sefial SV es el indicado en la figura 4I, ¥y
el de la sefial SV- el representddo en la figura 4J.

Para una operacion de inscribir se selecciong
uno dado de los excitadores de lineas verticales 51 ... 54
de la figura 1, y se deselecclonan los restantes. Las sefig
les de seleccidn y déseleccién son suministradas por el
circuito de seleccion vertical 55 de la figura 1, por las
1{neas 56 ... 59. EL excitador de linea vertical seleccio~
nado se pone en accidn (conduce) y los excitadores de 1i-
nea deseleccionados se ponen fuerg de aceidn (no conducen)
Con referencia a la figura 2B, el transistor 331 se pone
en conduccion si se selecciona el excitador de 1inea 51. A
este fin, la sefial de seleccidn presente en la lfnea 56 se
hace mas positiva que la sefial SV- presente en la barra co
lectora 62, Por consiguiente, se desactiva (deja de condu-
cir) el transistor 331a. El perfil de onda de la sefial pre-
sente en la linea seleccionada V1 de la figura 2B sigue

el mismo perfil de onda de la seflial SV- presente en la ba-
rra 62, ya que el transistor 331 estd conduciendo. El per-
fil de onde de la sefial presente en la linea vertical se-
Leccionada V1 es el representado en la figure 4K. Bl per-
il de onda de la sefial presente en las lineas verticales
no seleccionadas V2 ... V4 se ilustra en la figura 4L,
siendo idéntico al de la sefigl SV presente en la barra 61,

salvo en la ligera cafda de tensidn que hay enlos diodos

por ejemplo de la figura 2B, tiene su transistor 331z fue-
ra de accidn (no conduce), y el perfil de onda presente en

la 1inea no seleccionada VN sigue el de la sefial SV presen

te en la barra colectora 61, excepto en la ligera calda de

_31-

de corriente constante asociados. El excitador de linea 54,
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3 8 6 4 1 Yy FiiE B
tensidn producida por el diodo de corriente constante
332_@0

Para una operacidn de inscribir, elfcireuito de !
control de borrar e inscribir 70 (figura 2A) recibe por lg

1{nea 83 una sefial positiva, denominada amplitud de inscrdii

bir, que establece la magnitud de la corriente constante §
generada por el transistor 122, que se halla en estado con:
ductivo. Por lg linea 84 se aplica ung seflal positiva, de—i

nominada de interruptor de inscribir, para activar el tran’

sistor 123 y ponerlo en conduccidn. Cusndo el transistor %

123 esté en conduccidn, conducird también el transistor
122. 81 los transistores 122 y 123 estdn en conduccidn,
se tiene un camino de corriente que va de la toma central ;
de la resistencia 109 o masa. En la linea 81 se aplica un f
lmpulso positivo de excitacidn A, ilustrado en la figura ;
4A. EL impulso positivo de excitacidn A presente en la li—?
neg 81 lleva al transistor 101 al estado conductivo, pa-

j
|
sando corriente desde la fuente de tensidn conectads a la !

toma central del devanado primario 105, por la mitad supe-

i
s
i

rior de este primario 105 y por el transistor 101 v la re-|

sistencia 109 hasta la toma central, y despuds por el tran

|
sistor 122, la resistencis 124 y el fransistor 123, g masa,
{
La magnitud de la corriente en la mitad superior del deva-;

mado primario 105 viene controlada por el transistor 122

que actla de fuente de corriente. Este impulso de corrien—%
te controlado induce una sefial de impulso en los devanados
gecundarios 107 ¥y 108. DIa sefial inducida en el devanado sgg
cundario 10f ge suma algébricamente con la sefial de excitgé
cién SH invertida suministrada a la toms central del deva—é
nado secundario 107. Este impulso sumado algéhricamente hgé

i
§
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ce que la extremidad superior del devanado secundario 107
se haga mas positiva que el centro y la extremidad infe;ior
del mismo. E1 diodo 185 deje pasar la seﬁal conpuesta, por
medio de la resistencia 166, a la base de los transistores
167 y 188. Esta sefial compuesta SHE se conecta luego a la

barra colectora 31, y es la ilustrada en la figura 4E. Co-
mo el extremo inferior del devanado 107 esta negativamente
excitado, el diodo 192 deja pasar esta seflal compuesta, a

través de la resistencia 191, hasta la base de los transis

tores 189 y 190 de la figura 2B. Esta sefial compuesta SH
va conectada luego a la barra colectora 32, como se ilus-
tra.en 1a figura 4D. Como la 1fnea horizontal seleccionada
tiene un perfil de onda que sigue al de la sefial SHY pre-
sente en la barra colectora 31, el efecto del impulso algé
bricamente sumado es el de aumentar en sentido positivo la
setial pfesente en la linea horizontgl seleccionado. Bsto
se representa en la figura 4F, El perfil de onda de la se-
fial presente en las lineas horizontales no seleccionadas
sigue el de la sefial SH presente en la barra colectora 32,
vy el impulso algébricamente sumado tiene por efecto el de
reducir en sentido positivo la sefial presente en las lineas
horizontales no seleccionadas. Esto se ilustra en la figu~
ra 4G. |

El impulso de excitacidn A presente en la 1linea

81 (figura 2A), hace que se induzea en el devanado secunda
rio 108 una seflal cuya polaridad es positiva en el extremo
superior del devanado 108, y negativa en el extremo infe-
rior. La sefial positiva inducida en el extremo superior

del devanado secundario 108, algébricamente sumada a la se

flal de exoitamoidn SV invertida aplicade a la toma central
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las 1fneas verticales no seleccionadas se ilustrs en la Ffi-

del devanado secundario 108, se hace pasar por el diodo :
285 (figura 2A) y por la resistencia 286 hasta la base de |
los transistores 287 y 288 (figura 2B). Bsta sefial compueg%
ta SV se conecta luego a la barra colectora 61, Como la qﬁ
fial de exeitacidn SV es negativa en este momento, el im- ‘
pulso positivo inducido acrecienta la magnitud del perfil :
de onda SV ilustrado en la figura 4I. ‘
La sefial negativa inducida en el extremo infe- %
rior del devanado secundario-108, algébrioamente gumada a ?
la sefial de excitacion SV invertida aplicada a la toma ceg%
tral del devanado secundario 108, se hace pasar por medio %
del diodo 292 y a través de la resistencia 291 hasta la ba
se de los.transistores 289 y 290 de la figura 2B. Esta se—z
dal compuesta SV- se conecta luego a la barra colectora 62;
y el efecto neto resultante es el de poner la barrs colec—g
tora 62 mas negativa, como se ilustra en lg figura 4J. El é
perfil de onda del potencial presente en la 1{nea vertical
selecclonada es el presentado en la figura 4K, El perfil
de onda del potencial presente en la 1fnea vertical selec-!
cionada sigue el perfil de onda de la sefial SV-, como mas
arriba se ha explicado. Por consiguiente, el efecto del im
pulso negativo inducido es el -de poner la lfinea vertiocal
seleccionada mds negativa, como se ilustra en la figura 4K.
El perfil de onda de las sefiales presentes en laé
I {neas verticales no seleccionadas sigue el de la setial SVi

presente en la barra colectora 61, como mas arriba se hg

explicado. El perfil de onda de las sefiales presentes en |

cura 4I, y el impulso positivo inducido tiene por efecto

umentar la magnitud del podencial presente en las lfneas
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tnada, que esta en oscuro para una operacidén de inscribir.

386401

verticales no selecclonadas,

En la figura 4M se representa la diferencia de
potencial entre las 1fneas horizontal y vertical de la iﬁ?
terseccidn de coordenadas de la célula seleccionada. Este
perfil de onda se obtlene restando la sefial presente en
la linea horizontal seleccionada. La sefial de la linea ho~
rizontal seleccionada es la que se ilusira en la figura 4T
y la de la linea vertical seleccionada es la que se ilus—
tra en la figura 4K. Restando, pues, el perfil de onda de
la figura 4K del perfil de onda de la figura 4F se obtiene
como resultado el perfil de onda de la figura 41. El impul
8o inducido resultante del impulso de excitacidn A tiene
por efecto aumentar la diferencia de potencial en la célu~
1a seleccionada, y la amplitud del impulso inducido es su-

ficiente para exceder del nivel de encendido indicado por

la linea de trazos interrumpidos en la figura 4M. Es de se

flalar que la termingcidn del impulso inducido en la figure)

41 coincide con la terminacidn del perfil de onda que repre
senta la diferencia de potencial aplicada a la célula seleg
cionada. Bl impulso positivo 401 de la figura 4M fiene un
primer borde de atague 402 y un segundo borde de atague
403. El primer borde de ataque 402 aparece en el instante
1, y el segundo borde de ataque 403 aparece en ei instan-
te T2, En el instante T1 tienen lugar las opersciones de

sostenimiento en todas las células, excepto en laseleccio-

Tn el instante T2 comienza la operacion de inscribir en la
célula seleccionada. Bl borde de atagque 403 inicia la ope-
racidn de inseribir, vy ésta es terminada por el borde de

salida o pbsterior 404 del impulso 401. EL termino de re-
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tardo entre el instante T1 y el instante T2 basta para perr-

mitir que la mezcla de gases contenida en las c¢élulas sos-
tenidas y no seleccionadas se calme lo suficiente para que

en el instante T2 dé comienzo .una operacidn de inscribir,

sin riesgo de que haya “derrame". Con el término de "derra;
me" se hace referencia él encendido, no deseable ni inten-%
cionado, de wna célula oscura de las proximidades de la
céiula seleccionads durante la operaqién de inscribir. Es—é
to podria tender e ocurrir porque la violenta actividad de|
la descarga de plasma de 1o0s gases en una célula sosﬁenida§
de las proximidades va seguida muy de cerce por la violen—%
ta actividaed de descarga de plasma de los gases de una cé—j
lula seleccionada vecina durante una operacidn de inscribi%.
El nivel de sefial aplicado a las células semise-z
leccionadas es el que se ilustra en la figura 4N, perfil i
de onda gque resulta de la diferencia depotencial .obtenida g
restando el perfil de onda de la figure 4T del perfil de :
onda de la figura 4F, o bien restando el perfil de onda deg
le figura 4K del perfil de onda de la figura 4G. las CélUF%
las semiseleccionadas son las de la linea vertical seleccié
nada distintas de la célula seleccionada, as{ como las cé-i
1 ulas dé la 1{neas horizontal seleccionada que no son la céi
Lula accionada. Como ejemplo de ilustracidn, la célula se-!

leccionada es la (V1, H1), giempre que se seleccionen las

L{neas H1 ¥ V1. En este caso, las células semiselecciona-

das son todas las de la linea horizontal H1, excepto la
célula seleccionada (H1, V1), asi como todas las células

e la linea vertical V1 excepto la célula seleccionada :

(H1, V1). Las células no seleccionadas son en este caso las
i
demas células de la figura 1. Mds concretaments, las célu-|

i
3

1
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|AN tiene un borde de ataque 411 que ejecuta una operacidn

lag no seleccionadas son todas, excepto ias que se hallan
a lo largo de la linea H1 ¢ de la linea V1. Ia diferencia
de potencial de las células no selecclonadas tiens el per-
fil de onda ilustrado en la figura 4P. Este perfil de onda

es el resultante de la diferencia de potencial obtenida ref

[ 04

tando el perfil de onda de la figura 4L del perfil de on-
da de la figura 4G. El impulso positivo 410 de la figura

de sostenimiento en las células semiseleccionadas, y el in
bulso positive 415 de la figura 4P tiere un borde de ata
que 416 que ejecuia una operacidn de sostenimiento en las
células no Sgleccionadas. BEs de sefialar que los perfiles
de onda de las figuras 4, 4N y 4P son idénticos al de la
onda de sostenimiento de la figura 3I, excepto en el efec-
to del impulso inducido, que aumente la amplitud.del impul
s0 401 de la figura 4M y reduce la amplitud del impulso 415
de la figura 4P. La mayor amplitud del impulso 401 de la
figura 4M., hace falte para sobrepasar el potencial de en-
cendido de la célula seleccionada, v asi ejecitar una ope
racion de inseribir, encendiendo la célula seleccionada.
Bn relacidn con esto, és de sefialar que el impulso induci-
do acrecien#a‘la diferencia de potencial en bornes de la '
célula seleccionada, y sdlo de dsta. Ia amplitud del per-
fil de onda presente en las células semiseleccionadas (fi-
sura 4N) no es modificads por el impulso inducido. De he-
Fho, el perfil de onda de la figura 4N es idéntico al de
la figura 3I, excepto en lo que se refiere a lg variacidn
de anchura de los impulsos, resultantes del uso de ung fre-d

cuencia mas baja durante una operacidn de inscribir.

El efecto del impulso inducido, en una operacidn
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de inscribir, sobre el perfil de onds de la diferencia de !
potencial aplicada a las células no seleccionadas es el que

se ilustra en la figura 4P, y el impulso 415 +tiene un pri
i
mer borde de salida 417, que aparece antes que el borde

de salida 418, desplazado en el tiempo del modo gue se in-

dica. El borde de salida 417 aparece mds temprano que el !
borde de salida 418, porque el impulso inducido hace que
el potencial de las lineas verticales no seleccionadas au{

mente y que, ademds, el potencial de las lineas horizonta{

les no seleccionadas disminuya. Ahora bien, como mas arri-
ba se ha sefialado en relacidn con la Figura 4U, la opera- .
cidn de sostenimiento para las células encendidas no se-

leccionadas de comienzo en el instante T1 y termina en el;
ingtante T2, y la variacidn u oscilacién positiva del im- .
pulso 415 de la figura 4P es suficiente, en amplitud y du{

i
racién, para ejecutbar una operacién de sostenimiento du- |
]

i
rante la operacidn de inscribir, con las células no selec-
;

cionadas que estaban previamente encendidas, i

Después de terminar el impulsc de excitacidn A

presénte en la linea 81 (figura 2A), se aplica un impulso |
!

de excitacidn B (figura 4B) a la 1lines 82 de la figura 2A
con el objeto de reponer o desactivar el ndcleo de ferrit@
106. Al terminar el impulso de excitacién A en la lines 81;
el transistor 101 cambia al estado no conductivé. El impuﬁ

50 positivo de excitacidén B presente en la lfnea 82 1lleva |

3
i
§

gl transistor 102 al estado de conduceidn, cireculando co-
rriente desde la fuente de tensidn, por la toma central dei
devanado primario 105 y recorriendo el extremo inferior de
este deVanado, el transistor 102 y la resmstencla 109 has—

ta su toma central, el transistor 122, la registencia 124;
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|euito de seleccion horizontal 25 (figura 1) selecciona uno

y el transistor 123, hasta la masa.rLa corriente que pa-
ga por la parte inferior del devanado primario 105 repone
el nicleo de ferrita 106, induciéndose sefiales en los de-
vanados secundarios 107 y 108. La polaridad del impulso in
ducido excita positivamente el extremo inferior de los de-
vanados 107 y 108, y excita negativamente los ektremos sy~
periores de estos devanados., El diodo 185 bloguea la sefial
ﬁegativa inducida, y el diodo 192 bloquea la sefial induci-
da positiva, impidiendo asi que la sefial inducida afecte

a las sefiales presentes en las barras colectoras 31 y 32
de la figura 2B. De igual manera, el diodo 285 (figura 24)
bloguea la sefial inducida negativa, y el diodo 292 bloguea
la sefial inducida positiva, impidiendo asi que la sefial in
ducida afecte a las sefiales presentes en las barras colec~

toras 61 y 62 de la figura 2B. EL.diodo 184 (figura 24) co

. =

duce, y la sefial inducida negativa se disipa en la resisten
cia 183. Bl diodo 181 conduce, y la resistencia 182 disi-
pa la seflal inducida positiva. EL diodo 284 . conduce, y la
resistencia 283 disipa la sefial inducida negativa. E1l dio-
do 281 conduce, y la resistencia 282 disipa la sefial indu-
cida positiva. Por consiguiente, la sefial de excitacidn B
repone el nﬁoleo de ferrits 106 sin afectar a las sefiales
de control suministradas a las barras colectoras 31'y 32
ni a las barras colectoras 61 y 62 (figure 2B). En cuanto
da fin el impulso de excitacidn B, desaparece la sefial po~
sitiva, denominada de interruptor de inscribir, presente
en la linea 84, si no hay mds operaciones de inscribir.

Si han de efectuarse mas operaciones de inscribir, el cir~

dado de los excitadores de lfneas 21 ... 24, y el de selec!
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cidn vertical 55 selecciona uno de los excitadores de 1i-
ness 51 ... 54, De la manera anteriormente explicada, se

aplican un impulso de excitacion A y un impulso de excita-
cidn B, para efectuar otra operacién de inscribir en una

célula seleccionada diferente. Puede efectuarse. asi una

serie de operaciones de inscribir, porque durante las ope-
|

raciones de inscribir tiene-lugar el sostenimiento, Una vez
H

. . . - i
terminadas todas las operaclones de inscribir, desaparece |

la sefial positiva, designada de interruptor de inscribir,

de la 1fnea 84 (figura 2*), y la frecuencia de la sefial de|
excitacidn SH y la de la sefial de excitacion SV se cambian%
de nuevo a la frecuvencia superior para las operaclones dei
sostenimiento, gque siguen automaticamente a continuvacion. |
¥
Como detalle de interés es de sefialar que las operaciones :
de sostenimiento pueden tener lugar automaticamente, sin

reponer los circuitos de seleccidn horizontal y vertical

Como -se - indicd mds arriba, las operaciones de sostenimien-
%o no son afectadas por el estado de seleccidn (esto es,

porque estén seleccionados o deseleccionados) de log exci-
tadores de 1{neas horizontales y verticales. Tal es el ca-

4 . . 0" . oy
80, porque después de terminada. una operacion de inscribir

los perfileé de onda en las barras colectoras 31 y 32 son,
idénticos, y el perfil de onda de la sefial de salida pre—%
sente en las lineas horizontales HY1 ... HN debe ser igualz
que el de la barra colectora 31 é.el de la barra colectorg

32. Del mismo modo, el perfil de onda presente en la barra

colectora 61 es idéntico al que hay en la barra colectora |
62, y los perfiles de onda presentes en las lineas vertica-
les V1 «oe VN deben seguir el perfil de onda de la sefial

presente en la barra colectora 61, o el-perfil de onda de
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la sefial de la barra colectora 62.

A continuvacidn se describe una operacién de bo-
rrar, uwtilizada para apagar una célula gaseosa encendids
seleccionada en al panel de gas 10 de la figura 1. Para un
operacidn de borrar, el circuito de seleccidn horizontal
25 (figura 1) selecciong uno de los excitadores de 1{neas
21 «s. 24, y deselecciona los restantes, de estos excita-
dores de lineas. Bl circuito de seleccidn vertical 55 se-
lecciona uno de los excitadores de 1ineas 51 ... 54, ¥ de-
selecciona los demas, de estos excitadores de lineas. Ia
figura 5 ilustra los perfiles de onda que hay durante una
operacidn de borrar. -

_ Siempre que tiene lugar una operacion de borrar
la sefial der exeitacidn SH, presente en la 1ines 33 (figur
ra 24), y la sefial de excitacidn SV presente en la 1{nea
63, se retienen o bloguean en sus oscilaclones positivas
siguientes, indicadas en las figuras 5A y 5B. Por la linea
85 de la figura 2A se aplica una tensidn positiva ajustable

denominada amplitud de borrar, que controls al transistor

131 que hace de fuente de corriente. Por la linea 86 se
aplica ung sefial positiva, denominade de interruptor de bo
rrar, a consecuencia de la cual los transistores 132 y 131
se hacen conductivos.

Como la sefial de excitacidon SH de la 1inea 33
(figura 2A) estd retenida del modo indicado en la figura
5B, esto hace que en las barras colectoras 31 y 32 se sumi
nistren las sefigles invefsas (bajas o de falta), por las
razones ya explicadas. Dos niveles inversos de  la gefial de
excitacion gH de la figura 24 se ilustran en las figuras

5E y 5F. Como la sefial de excitacidn SV presente en la 1i-
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nea 63 (figura 2A)esta retenida, ello hace gque en las ba-
rras colectoras 61 y 62 se egtablezca un nivel bhajo o in-
vertido, por las razones ya explicadas. Los niveles inver

sos de la sefial de excitacidn SV de lg figura 2B se indl

can en las figuras 5I y 5J. !

Alla 1inea 81 (figura 24) se le aplica un impul-é
S0 positivo de excitacion A, que péne en conduccidn al tra%
sistor 101. De lafuente de tension conectada a la toma %
central del devanado primario 105 fldye una corriente, que%
pasa por la mitad superior de este devanado primario, por£
el transistor 101, la mitad superior de la resistencia 109;
el transistor 131, la resistencia 135 y el traensistor 132,§
8 mass. En la mitad superior de los devanados 10% y 1C8 se
induce un impulso positivo, y estos impulsos se combinan
con los de sostenimiento y se suministran a las barras co-
lectoras 31 y 61 (figura 2B) de la ménera anteriormente
explicada. En la mitad inferior de los devanados 107 y
108 se indw%en wnos impulsos negativos que, combinados con
los de sosgtenimiento, se suministran a las barras colecio-
ras 32 y 62 (figura.2B) de la umanera ya explicada. En la
figura 5C se ilustra la sefial de excitacion A. El impulso
inducido negativo presente en la barra colectora 32 de la
figura 2B se representa en la figura 5B, y el impulso indu
cido positivorpresente en la barra Colectora,31.de la figw
ra 2B se ilustra en la figura 5F. El impulso positivo indu—%
cido en la barra colectora 61 (figurs 2B) 56 representa
en la figura 5I, y el impulso negativo induecido, presente
en-la barra colectora 62 de la figura 2B se 1llustra en la
figura 5J. -

De. los excitadores de l{neas horizontales 21 ...
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24 de la figura 1, el que se ha seleccionado tiene su tran
sistor puesto en el estado de no éonduccién por un nivel
de sefial de seleccidn presente en una de las lineas 26 ...
29, vy los restantes excitadores de 1ineas horizontales del
grupo 21 .. 24 son puestos en el estado de -conduccidén por
las sefiales de deseleccion presentes en las restantes 1{~
neas, del grupo 26 ... 29, Si, por ejemplo, se selecciona
¢l excitador de linea horizontal 21 de la figura 2B, deja
de conducir el transistor 321, yla sefial presente en la 1i
nea horizontal seleccionada Hi sigue el perfil de onda de
la sefial que hay en la barra colectora 31, salvo en una 1i
gerg cafde de tensidn producida en el diodo 322 de corrien,
te constante. EL perfil de onda de la sefial presente en la
1{nea horizontal seleccionada H1 es el que se indica en la
figura 5G. Como no se ha selecclonado el excitador de 1{-
nea horizontal 24 de la figura 2B, el transistor 321g se
pone en el estado conductivo, y el perfil de onda de la se
fial presente en la linea horizontal HN sigue el de la se-
fial que hay en la barra colectora 32. De igual modo, las
restantes 1ineas horizontales H2 y H3 no seleccionadas si-
guen el mismo perfil de onda de la selial presente en la bg
rra colectora 32. Cada una de las lineas horizontales no
seleccionadas tiene una sefial con el perfil de onda ilus-
trado en la figura 5H.

El circuito de seleccidn vertical 55 de la figu-
ra 1 suministra un nivel de sefial de selesccidn, por una de
las 1ineas 56 ... 59, que lleva al estado conductivo el
transistor del excitador seleccionado de entre el grupo

51 ese 54, y los restantes excitadores de 1ineas de este

grupo 51 ... 54 reciben sefiales de deseleccion por las 1i-
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neas asociadas, del grupo de lineas 56 ... 59, sefiales %
¥
que llevan g sus transistores asociados al estado de no

conduceidn. Por ejemplo, si se selecciona el excitador de

1inea 51 de la figura 2B, el transistor 331 se lleva al es
tado conductivo, y la seflal presente sn la lineg verticali
V1 seleccionada sigue el perfil de lg sefal presente en 15
barra 62. El perfil de onda de la sefial presente en la 1i-
nea vertical V1 seleccionada es el que se indicg en la fi-
gura 5K, El perfil de onda de la seﬁél presente en cada !
una de las lineas verticales V2 ... VN no seleccionadas eg

el que se indica en la figura 5L. Por ejemplo, si se dese-

lecciona el excitador de linea vertical 54 de la figura 2B

el transistor 331a se lleva al estado no conductivo, y la

o rimm ¢ e AR

sefial presente en la linea VN sigue el perfil de la sefial
presente en la barra colectora 61,'excepto en una ligera
cafda de tensién producida e través del diodo de corrien- |
te constante 322a.

Ia célula de gas seleccionads en el panel 10 de
la figura 1 recibe, durante una operacidén de borrar, una,
diferencia de potencial que tiene el perfil de onds indicg
do en la figura 5M. Un impulso positivo 430 representa la
diferencia de potenéial aplicada a la célula de gas selec-
cionads, como consecuencia del impulso de excitacion A de

la figura 5C. El perfil de la figura 5M se obtiene restan-

do el perfil de onda de lg figura 5K del perfil de onda de!
{

la figura 5G. EL perfil de onda de la figura 5N representa
La diferencia de potencial aplicada a las células semise-

leccionadas,'y este perfil se obtiene restando el de lg fi-
sura 5L del perfil de onda de la figura 5G, o bien restan-

do el perfil de la figura 5K del perfil de la figura S5H.
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Ia sefial de excitacién A de la figura 5G no tiene efecto
alguno en las células semiseleccionadas durante una operg
cion de borrar, porgue las sefiales inducidas en las 1ineas
horizontales y verticales en cuestidn tienen un efecto de
anulacidn. Ta diferencia de potencialaplicada a las clu-
las no seleccionadas tiene el perfil de onda indicado en
la figura 5P, perfil que proviene de restar el perfil de
onda de la figura 5L, del de la figura 5H. La sefial de ex~-
citacidn A hace que se aplique un impulso 431 como el de
la figura 5P a las células no seleccionadas. Ahora bien,
este impulso no produce suceso alguno, como se sefiala mas
adelante,

El impulso positivo 430 de la figura 5M se apli-
ca a la célula de gas seleccionada como consecuencia del
impulso de excitacidon A. El impulso 430 no tiene amplitud
suficiente para efectuar una 0peraci6n de sostenimiento,
pero si que la tiene pars efectuar una operacidn de borrar
La oéluia de gas selecclonada esgtuvo sostenida 1 timamen-
e por el impulgo negativo 432 de la figura 5M. Como el im-
pulso positivo 430 excita la mezcla gaseosa de la célula
de gas seleccionada con una sefial de polaridad contraria
a la del {ltimo impulso de sostenimiento 432, el impulso
430 produce, debido g esto, una débil avalancha o descarga
de plasma, y reduce casi a cero la carga de pared de la gé
lula de gas seleccionada. Al expirar el tiempo T4 de la fi
gura 5M, lsg célula de gas seleccionada ha perdido la carga
de pared restante, por debilitamiento, habiendo cedido su
actividad de descarga. Por consiguiente, la célula de gas
seleccionada permanece oscura, o0 sea sin encender. La po-

laridad del impulso 430 ha de ser siempre opuesta a la del
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del Gltimo impulso dé sostenimiento 432, cuando se efec-
tia una operacidn de borrar. El perfodo o intervalo de

tiempo T3 de la figura 5N y de la figura 5P es relativamen
mente encendidas vuelvan a ser encendidas por los impulsosi
pogitivos de sbstenimiento que llegan al final del interyg
lo-de %ilempo T3. EL impulso 431 de la figura 5P no produce;
suceso alguno porque su polaridad es igual que la del 61%;%
mo impulso de sostenimiéento 434; asi‘que el impulso 431 noé
produce avalancha glguna ni, por tanbo, modifica el histo-§
rial de la célula. La aptitud caracteristica de las dlu- |
las no seleccionadas anteriormente encendidas para volver g
a encerderse en respuesta a la sefial de sostenimiento reci?
bida al términsr el intervalo de tiempo T3 permanece inva—i
riable., Asf, como puede verse, la célula seleccionada se i
apaga al final del intervalo de tiempo T4, y las demds cd—:
lulas del panel de gas 10 vuelven a encerderse al final
del intervalo de tiempo T3, si estaban antes encendidas. i
Es de sefialar que, si todas las células fuesen |
absolutamente uniformes, el impulso de borrar no tendria

que ir seguido de un tiempo muerto, ya que el impulso de

pero todas las células no son uniformes en un panel en la
practica. Por consiguiente, aungue sea pequefia, queda al-

guna carga de pared residuasl. Bl tiempo muerto permite en’

ga a cero, La (peracion de borrar results asi uniforme aun

con células no uniformes, Las células no seleccionadas con

. i
te largo, pero no lo bastante para que las celulas anterior

borrar habria reducido a cero la carga de pared (o memoria)

tonces que esta carga de pared residual se debilite o decai

servaran todavia una cargs de pared suficiente (aun cuando

-46 =

i

en ellas tenga lugar también un debilitamiento durante el %

!

.

H



10

15

80

25

30

1801071

1

LA

2 0 FN e

tiempo muerto) para volver a encenderse_tras este tieﬁpb
muerto. )

A la terminacidn del impulso de excitacion A en
la figura 5C,el transistor 101 vuelve al estado no conduc
tivo, y se aplica un impulso de excitacidén B (figura 5D)

8 la linea 82 de la figura 24, impulso que pone on conduc-
cién gl transistor 102, Desde la fuente de tengldn conecta
da a la toma central del devanado primario 105 fluye una
corriente que recorre la mitad inferior'de este devanado,
el transistor 102, la mitad inferior de la resistencia 109;
el transistor 131, la resistencia 135 y el transistor 132,
hasta la masa. Se repone asi el ndcleo de ferrita 106, Las
seflales inducidas en los devanados secundarios 105 y 108
se disipan, como antes se ha explicado, sin gque ello afec—
te a las sellales presentes en las barras colectoras 31 y
32 o en las barras colectoras 61 y 62. Desaparecen las se-
tiales positivas presentes en las lineas 85 y 86 de la figu
ra 24, y se termina la operacién de borrar. En la figura 5
la operacion de borrar termina al final de intervalo de
tiempo T3, y los perfiles de onda representados a la dere-
cha de este instante ejecutan operaclones de sostenimiento
como se ha explicado anteriormente.

Tos tramsistores 321, 3213, 331 y 331g de los re
pectivos excitadores de 1ineas 21, 24, 51 y 54 tienen muy
poco consumo de energla, ya que su.funcidn principal es la
de superponer una seflal inducida, de relativamente poca pos
tencia y tension, en las lineas de excitacidn, a consecuen
cuencia del impulso de excitacidn A suministrado a la 1{-
neg 81°de la figura 2A. Como los transistores de los exci-

tadores de lineas de la figura 2B tienen relativamente po-
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I8V aplicadas. Los diodos de corriente constante de la fi-

co consumo de energia, los elementos componentes de los

|
circuitos de estos excitadores de lineas pueden fabricarse

i

usando métodos de circuitos integrados. EL uso de los cir-
i

cuitos integrados reduce el costo de fabricacidn, especiall

mente en los dispositivos de este tipo en los cuales el

%
|
nlmero total de 1{neas horizontales y verticales puede cog§
i
tarse por millares, Los transistores del excitador de sos-i

tenimiento 30 y del excitador .de sostenimiento 60 de las
figuras 24 y 2B son del tipo de alta tensidn y mediana po-

tencia, ya que deben manipular las necesidades de cnergia

pare las sefiales de alta tensidn suministradas a las ba-
!

'lrras colectoras 31, 32, 51 y 62. Ahora bien, es de seﬁalar§

H

que el nlmero de egtos transistores'es‘pequeﬁo y £ijo para
un sistema cualquiera de presentacidn en la practica, redu

ciéndose el coste de ese modo al minimo.

Como puede verse, por lo tanto, se han habilitaﬂ
_ ) o h
do un método y un aparato nuevos en su género, para un sigi

tems, de presentacidn en panel gaseoso. Pueden hacerse va-

riaciones en la forma de las sefiales de excitacidn SH y

gura 2B pueden sustituirse por resistencias de colector

tamponadas con unos transistores en seguidor de emisor, con

!
1
i

diodos conectados de base a emisor para facilitar las tran

giciones negativas, o cualquier otra configuracién de car-
ga en.colector gue presente una impedancia de salida rela-
tivamente baja. El diodo de corriente constante se utilizod
precisamente pars ilustrar una de estas configuraciones de
baja impeééncia de salidg,

Si bien la invencidn se ha ilustrado y descrito

en particular con referencia a una de sus formas de ejecu-~
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cién preferida, se sobrenbiende para las personas verw
sadas en la materia que pusden hacerse en ella los indle
cados y otros cambios de forma y de detalle sin por ello
apartarse del espiritu ni salirse del dmbito de la in-
venoidn

Esta solicitud que corresponde a la presenta=
da’ en los Estados Unidos de América el 15 de diclembre de
1969, bajo el nimero 885,086, se acoge a los beneficios
del articulo 51 del vigente Estatuto sobre Propleded
Industrial}

REIVINDICACIONES

Los puntos de invencidn propila y nueva que
se presentan pars que sean objeto de esta solicitud
dé:.Patente de Invencidén en Espafia, por VEINTE afics, son
los que se recogen en las reivindicaciones siguientess

18,~ Un dispositivo para presentar informa

cién en un panel indicador lleno de gas con conducto~
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res de coordensdas cuyos puntos de interseccién corres
ponden a células de gas que pueden excitarse selectivam
mente hasta luminiscencia por medio de sefinles eléctrie
cas transmitidas por las liness de coordenadas, carace
terizado porque estdn previstos medios para, con mie
ras a modificar el estado de una célula, superponer uns
geflal de mando a cada una de las dos lineas dercoordg-
nadas en las que se encuentra la célula sdleccionada,
y superponer a cade une de las lineas de coordenadas
restantes una contrasefinl opueste a la sefial de mando
de la direccidn de coordenadas correspondiente,

28,- Un dispositivo segin la reivindicacidn
18, caracterizado porque estén previstos circuitos pa~
re superponer las gefiales de mando y las contrasefiaw
les para oeda direccidn de coordensdas & una sefial
de retencidny

38,- Un dispositivo segin la reivindicaocidn
28, caracterizado porgue estdn previstos circuitos
para generar pera todas las células una sefisl de Tew _
tenoidén resultente mediente le alimentacidén a todes las
lineas de coordenadas de uns sefial rectangular perid-
dioca en oslidad de safial de retencidn, estando &esfa-
sadas en 909 lag seflales rectangulares de una direc-
cidn de coordenadas con respecto a las de le otra

direccidn de coordenadas,
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48,~ Un dispositivo segin la reivindicacidn
22, caracterizado porgue para la insoripoidn, es dew
cir, pera el encendido de una célula, las sefiales de
mando y las contresefiales a superponer a las seflales
de retencidn pueden distribulrse de modo que en la
célula elegida resulte un sumento de la tensidn de re~
tencidn hasta la tensidn de encendido, en las edlulas
semielegidas no resulte sustancislmente ninguns varia~
cién y en las células no elegidas resulte una reduceidn
de la tensidn de retencidn,

58,~ Un dispositivo segin la reivindicacidn
28, en el que la sefial de retencién es periddica,, ca=
racterizado porgue durante un proceso para varier el
estado de una oélula la frecuencia de la sefial de re-
tencidn es menor que durante los periodos de tiempo
restantes en los que no se llevan a cabo variaciones
de estado en las célulasy

62, Un dispositivo segin la reivindicacidn
28, en el que la: sefial de retencidn resultante a tra-
vés de las células es periddica con amplitudes alter—
nativas positivas y negativas, caracterizado porque
pare una operacidn de ingeripeidn, es declr, pars
el encendido de una oélula, les sefiales de mando
¥y las contrasefiales pueden superponerse a les sefiales

de retencidn de tal manera que la seflal de retencidn
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resultante alcance primero su desviaeidn normel posi-

tlva o negative, de modo que todas las e¢dlulas que

-han estado encendidas se enciendan de nuevo, ¥ que a

continuacién resulte en la célula elegide un sumento
de la emplitud de le sefial de retencidén resultante hasta
més alld de la tensidn de encendido,

78, Un dispositivo segin la reivindicaoidn
28, en el que la sefial de retencidén resultante a través

de las células es periddica con amplitudes alternati-

vas positivas y negativas a partir de un nivel cero,

caracterizado porque para el spagado o borrado de una,
célule las sefiales de mando ¥y las contrasefisles ge dig-
tribuyen de modo que resulte en la célula elegids una
tensidn que sea menor que la tensién de retencidn y

tenga una polaridad opuests e la dltima amplitud de ls

sefial de retencidn purs, mientras que en lag demds ode

lulas resulta uns tensidn que ge aproximes & cero o bien
es menor gue la tensidn de retencidn Yy tiene la nmismg
polaridad que la Glbima emplitud de la sefial de roten—
cibn pura,

88,~ Un dispositivo segin la reivindicacidn
%5; caracterizado porque durante una operacidn de apam
gado las sefiales de retencidn para las lineas de 000Iw
denadas pueden fijarse en un nivel de tal menere que

en todas las células resulten actives dnicamente las
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sumas y las diferenciss de las seflales de mando y las

contrasefiales, mientras que de las seflales de retencidn.
fijadas se cbtiene una sefial cero que durs adn cierto
tiempo inclugo despuds de la terminacidén de las gefie=
les de mando y las contrasefinles;

98,~ Un dispositivo segin la reivindiecacién
18, caracterizado porque paras cade una de las direccioe-
nes de coordenadas estd previsto un cireuito de excitaw
¢idn principal con el que pueden genersrse en dos 1i-
neas de excltacidn dos sefiales de excitacidn diferen-
tes, y porque pare cada ung de las lineas de coordensm
das estd previsto como excitador de linea un disposi~
tivo interruptor que estd unido con las dos lineas de
excitecién del cirouito de excitacién principel correg-
pondiente y que oonecta en cada caso una de las dos
sefiales de excitacidn a la linea de coordenadas asoocise
da.,

108,~ Dispositivo segin la reivindicacidn
98, caracterizado porque para los dos direcciones de
coordenadas estd previsto un olrouito selector que puede
influir sobre los exciltadores de linea asocimdos de
modo que en cada caso uno de ¢llos conecta la seflal
de excitacidn procedente de una de lag dos lineas
de excitacidén mientras que todos los demds conectan

la sefial de excitacidn procedente de la otrs lines de

- 53 =
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excitacidn,

118,~ Un dispositivo segin la reivindicacidn
98, caracterizado porgue estd previsto un cireuito de
mendo que puede alimentar sefinles de activacidn & los
circuitos de excitacion principales al menos para pro-
cesos de inseripeidn y borrado, y porque gada circuito
de excitacidn principal estd equipado de modo que a)
en caso de ausencia de una sefinl de activacidén en embas
lineas de excitacién entregs sefiales de retencidn iguales,
¥ b) en caso de presencla de una sefial de activacidn en
une de.:las 1fneas de excitacién entrege la sefial de re-
tenoidn con sefial de mando superpuesta y en la otra 1li-
nea de excitacidn entrega la sefial de retencidén con con-
trasefinl superpuestai’

128,~ Un dispositivo para presentar infore
macidn en un penel indicador lleno de gasi

Tal y como se ha descrito en la Nemoris
que anteceée, representado en los dibujos que se ae
compafien y para los fines que se han espeoificado?

Egta Memoria consta de ocincuenta ¥ cuatro
hojas escritas a mdquine por wna sols cara,

ARR 40
Madrid, 1@ lneﬂ:a id73

PoA.
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